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Flas Bellekler

Bir zamunlar, hasar glmeyen-
karr hal kavar ortanilarmm pahali,
blivilk ve lussus sabir disklerinin
verint alacagr distunilivordo
Beklenen devrim gergekleymedi,
Subne sk fivarlan digril, kapasi-
relert weeed, Bunlarm sonueu olarak
masatsti sistemlerde 40-80
Mbavthk Mas bellek kartlan veri-
ne 1 Ghavehik sabat diskler kulla-
i aldu,

Bir flag bellek karrmi kKnllam-
conen sabie disk gibi giirmesing
saflavan ki wknoloj arasimdak:
benzetliklerden ok flay sistemle-
rin tsurimetlannm sckdlan, Enale
diizevde incelendiginde fash sis-
temlerin gok farkl gereksimmleri-
min oldugu eorillebilin

Flag bellek htierelen, belli sa-
vidukr vazma dingiisinden sonry
vipramabilirler, Bu suvy hilcrenin
rasarming ve dretimin hassasive
tine bagh olagak 100 000 jle 1 mil-
von arasinda degisir. Hiucrelernn
carar ghrmesine neden alun en
onemh mekamzma. hiicre i¢mde-
ki bilgivi silmek igin kullunilan
vitksek voltapin. hocrenin kavan
Kapsinda vaprigye kiindilaeif ok
Bu erkinin sonuco olurak du. va
kst Katmban Kiedhe va do kayan
kapmda clektrontur birikir
bellek Greteilen ise bu sormn -

I g

pinime bozulilanin verin alabi-
lecek tuzladan hicre kovarak ¢
smlemigler, Aynca, birgok flay
bellek sistemlen “seviyeleme”
adt verlen bir vert depolam tek-
nigr kallanie Bu teknlk, ¢ipin
igindeki her herenin mitimkiin
oldugunda esit mikearda vipran-
ms i sallar

Flas belleklernn salne disklerle
ol furklan arasinda ghz Oniinde
bulundurulmas: gercken onemli
e dhBer yey, flay bellek hiicreleri-

Sekil 2: Kayan kapida elektronlar birikir ve hiicreye “0" yazilir
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Kontrol kapim &

Sekil 1: NAND bellegi, daha fazia yogunluk saglamak icin hilcreleri seri
olarak baglar. NOR ise daha izl ulasim igin hilcreleri paralel baglar.

ni silmenin, sabie diskdeki bilgi-
i bir bt silmekeen dahua uzun
stirdtigudiie, Ay sabit disklerde
oldugu gl flas bellek sistemle-
rinde de dosyamm tumami silin-
mek verine bellek tablosundaka
kaydi silingyor. Db sonrasilinen
vere thuvag duvduklannds o sek-
tirdeki verilerin fizerine yazmalan
rerckivor. Bu ise sabir disklerde
oldidundan dalia faely zamun s

teven bir stireg,

Flag bellek hilereleni fazladan
bir kapisi olan gelencksel transis
tirlere benzivor. Kavnak, drain ve

kontrol Kapist amsmda kayan kapn
(floatinge ware) ady verilen bir ikin-
et Kaprvar B kap vitk depolama
mekamzmast olurak 1y ghiriivor
|}L'l\“ 2); Iil(.'i.‘ tksit katmanlan ka-
van Kapovt diger herseyden yalin-
vior

Yererinee biavik bir volta)
faynakean ve kontrol kaprsimdan

ria. cr=in Kaynak n+

(solda). Elektronlar kayan kapidan ayrilir ve hiicreye “1" yazilir (sagda)

tprogramiama voltapnda) geger-
ken, elektronlar oksit kKatminimn
arasinely Koantom mekantksel
nelleme etkisivie (sekilde -7 jle
gosterilen) kavan kapida barikar.
B siltede "kandl swak elektron
puskitmmesi” (channel hot elect-
ron pgection) ade venli, Kavin
kapiduki bu fazladan nezatif viik,
negattf potansivel karst valtaping
arvrarak heremin sk esiging

vitkselnr Bovileee, silinmig (vitk-
siiz) hiferedeki “17 degen verine
0" degermnin vaxlmasin sallivor

Hilerenin silinmesi igin stire-
cin tersine islemesi gerekivor
Wantrol Kapisinn wpraklunmisi,
Kavnadin programlama voleajing
genriimest kavan kapdan eleke-
ronlarin wzaklasmasim ve esik
cnerpistin diisiirlmesing sadlivor
1" degenmin
atwnmas) anlamoinig gelivor, Ancak,
silmes) islemi

Bu ise hiicreve

“tHas" kadar leh

pergeklesmivar wzun savilabile-
cek bir zaman alivor, Neden ise
ptirece vilksek voltapn fen wen-
dan 10 V) bitvitk mikearda akim
perektitmest, Bir cipin ne kadar
akim tusvabilece i konusunda ki
sitlamalarin olmasy, bir seferde si-

linebilecek hilere savisinin da k-
sith olmasy anlamina gelivor, Bu
vitzden silme islemi bir sefer an-
cak bir grup hierevt silebilivor.

Temel teknolajiler fireticiden
urencive baz farkiihiklar postere-
bilivor, Omegin AMD, silmek
g kayvnaga pozief vidk, dram'e
de neganf vilk uvgulayan bir yin-
tem kullamivor. National Semi-
conductor Mrmasinin Kullandi g
teknolopde silme islemi. kavnags
ve drain’y dalgalandip, Konerol
Kaprsing O Vo turup ale abakava
20 N'luk bir puransivel uypulava-
rak gergeklesivor.

Vlas bellekleri tretmenin sa-
dece bir volu vok, Ureticiler, tire-
nm ve asarum Konusunda vakli-
sIk bir diizime farkl viintem uveu-
lavorlar, Bunlardun bazilar ven
kayeh, Bazilar ise Kod kavdi (hir
anakare tizennde BLOS un saklan-
mast gibi) igin oygzun, Flay bellek
sistemlen: uvguladiklian teknologi-
leri ile degil, kullandiklan marntik
semasing gore adlandietivor, Bu
ise lirericinin hileseler hirhirine
buglamak win rereth erni@l volo
badl olirak degiyivor

NOR (5ekal 1) bugiin endust-
ninin en bode gelen teknolojisi.
Bu teknolonvi fiteten en bovik
firma da Inrel. Bu teknoloji, bel-
lek parale] mannikla birbirme bags-
hivor. Her hilerenin deain’t bir bit
hattina bagl. Bir ok bit gizgisy ise
GG grubu adi verilen grubu oluy-
wrnvar. Her Bie bit hattinda ola-
cak sekalde, segme hatn (seleet li-
ne) bir sirmaluki hiterelenn kontrol
kupilarms birbinne baghvor, Bu
verlesim Sayesinde avnr anda hir-
kag bave va du word'e paralel ola-
rifle dlastlabilivar, NOR duha bzl
rastgele ulasim (random dceess)
saglasa da, parilel vapisi nedeniy-
le bellek vogunlugunu diisiirtivor.

NAND (Sckil 1) ise Nutionul
Semiconductor. Samsung ve bas-
ka fiemalar raratindan kullanilin
bir teknaloji. Hilcrelen sen ola-
rake, her birkag kontrol Kapising
bir segme hatn olacak (genellikle
her bir bave ya da word 1gin bir
segme huttr) sekilde birbinme bag-
Itvor, NAND, NOR 0 gtive daha
yaviy restgele ulugima saglusa da.
kiigitk hilere vapist savesinde
diuhi vogun giplere izin verivor,
Ravaukelur
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